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TEKNISKT OMRADE 

F5religgande uppfinning avser pd implantat till ben- 
el ler vavnadsstruktur anordningsbart skikt som skall 
utgora grans el ler barriar mellan implantatets kropp 
och strukturen i retentionsf orhojande syfte och som 
darvid uppvisar en i sammanhanget vasentlig tjocklek. 
Uppfinningen avser aven ett implantat med dylikt skikt 
samt ett forfarande for att pd implantatet dstadkomma 
namnda skikt • 

TEKNIKENS STANDPUNKT 

Det ar i anslutning till implantat val fdrut kant att 
anordna por6sa ytor och oxidskikt pd titaiibaserat 
material for olika syften och andamdl • I beroende av 
syftet har man fSreslagit oxidskiktt jocklekar inom ett 
mycket stort intervall som strdcker sig frdn ndgra fd 
Angstrom och uppdt. Det kan rent allmant hdnvisas till 
olika pub 1 ikati oner , t^ex. den av Dunn, m*fl. publice- 
rade artikeln "Gentamicin sulfate attachement and 
release from anodized TI-6A1-4V orthopedic materials" i 
"Journal of Biomadical Materials Research, Vol. 27, 
895-9 0 0 (1993) samt till artikeln "Formation and cha- 
racterization of anodic titanium oxide films contai- 
ning Ca and P" of Hitoshi Ishizawa och Makoto Ogino i 
"Journal of Biomedical Materials Reserach, Vol. 29, 65- 
72 (1995)". Det kan dven rent allmdnt hanvisas till 
patentlitteraturen, t.ex. till de amerikanska patent- 



skrifterna 4 330 891 och 5 354 390 samt EP-patentans5- 
kan 95102381.1 (676179) • 

Stora resurser nedlagges i forsknings- och utveckling 
att ta fram implantat som skall forbattra inlak- 
ningsprocessen for implantat i ben- och vavnadsstruk- 
turer, t«ex. i anslutning till kakben, 

redogOrelse f6r UPPFINNINGEN 

TEKNIKENS STANDPUNKT 

FSreliggande uppf inning bygger pd insikten att den i 
sammanhanget anvanda oxidskiktstrukturen kan ha avg5- 
rande betydelse i forbattrade implan tarings- och in- 
ISkningsprocesser . Den k^nda tekniken saknar ett 
samlande grepp om sjalva oxidskitstrukturens uppbygg- 
nad och behovet av att ^tminstone i vissa sammanhang 
kxmna anvanda f ramtrSdande tjocka oxidskikt. Uppfin- 
ningen har till uppgift att i forsta hand losa denna 
problemat ik . 

I anslutning till applicering av implantat i ben- och 
vavnadsstrukturer ar det vasentligt att god korro- 
sionsbestandighet kan etableras och att t.ex. i sam- 
band med anv&idning av vatefluor (HF) uppkommande mot- 
svarande forsprodning kan undvikas. Det ar aven 
vS.sentligt att oxidskiktet kan ha en struktur som 
eliminerar eller i hog grad motverkar mekaniska spSn- 
ningskoncentrationer vid i benet eller motsvarande 
isatta implantat, jamfor de inbyggda sp^nningar som 
kan uppkomma i samband med etsade ytor. Ytterligare 
krav och SnskemAl ar att f astvSxningsprocessen for im- 
plantatet i benet eller v^vnaden kan f 6rbS.ttras . Upp- 
finningen ISser Sven denna problematik. 

I anslutning till implantatet kan man i vissa fall 
(dvs. i en utf oringsf orm) utnyttja sig av bentillvaxt 
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initierande och stimulerande medel och substanser 
exempelvis t:illh5rande superf amil jen TGF-p. Det Sr 
dSrvid vasentligt att ett tekniskt enkelt och 

ekonomiskt f6rdelaktigt satt kiinna applicera medlet 
eller substansen till eller pA implantatet . 
Uppfinningen ISser aven detta problem och foresl&r 
genom den nya oxidskiktsuppbygganden en andam&lsenligt 
dep&funktion som kan utnyttjas i Idngtidsverkande och 
optimala bentillvaxtsituationer och f astvaxnings- 
funktioner fOr implantatet i benet eller motsvarande . 

Vid f ramstallning av tjocka oxidskikt (t.ex. tjockle- 
kar om 5-20 um) ar det vasentligt att kunna erbjuda 
tekniskt tillf orlitliga och aven ekonomiskt fordelak- 
tiga metoder, Foreliggande uppf inning foresl^r aven 
forfaranden som ger f orutsattningar for f ramstallning 
av oxidskikt av if r^gavarande slag med foreliggande 
f orutsattningar . Forfarandet bygger darvid pA insikten 
att elektrolytens sammansattning och/eller anvHnda 
elektriska spanningar kaui ha avg5rande betydelse. 

liOSNINGEN 

Det som huvudsakligen kan anses vara kS.nnetecknande 
f6r ett skikt enligt uppfinningen Sr att det Sr utfor- 
mat med ett kanalnatverk som tilldelar skiktet en 
vasentlig porositet och att kanalnStverket ar utfort 
med mot strukturen vettande mynningar vilkas respek- 
tive tvarsnittsareor vid skiktets mot strukturen 
vettande yta vasentligt understiger kanalernas respek- 
tive strackningar in och ned i skitet sett frin namnda 
yta. 

I en foredragen utf oringsf orm innefattar kanalnStver- 
ket sammanhangande kanalgrenar som s tracker sig genom 
atminstone st5rre delen av skiktet sett frin namnda 
yta och in till skiktets SvergSng mot implantatets 
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stomme. Skiktet kan etableoras en pd implantatet 

frdn b5rjan befintlig vdgig eller ojamn yta med stort 
rdhetsvarde ( t , ex. 0 , 4-5 \ira) i skiktvolymf orho jande 
syfte. Vidare kan kanalverket uppvisa kanalgrenar som 
s tracker sig i riktningar som skiljer sig fr&a skik- 
tets djupriktning (eller implantatets radiella rikt- 
ning) . Skiktet uppvisar dSrvid en tjocklek som ger en 
vS.sentlig korrosionsbestSndighet i f5rhS.llande till 
tidigare f5rslagna oxidskiktarrangemang • Kanalnatver- 
ket kan vidare i en utf oringsf orm vara anordnad med 
ett mynningsarrangemang mot ben- eller vavnadsstruktu- 
ren som ger f5rh5jd bentillvaxts\ibstansavgivning frdn 
kanalnatverket via namnda mynningar, Skiktet kan ges 
en genomsnittlig tjocklek i enlighet med efterf 51 jande 
patentkrav* Foredragna v^rden p& areas tori ekarna pd 
kanalverkets mynningar, den totala kanal- eller 
porvolymen i skiktet, ytrdhet och porositet anges 
likaledes i de efterf 61 jande patentkraven . 

Ett implantat enligt uppfinningen kan huvudsakligen 
anses vara kannetecknat darigenom att respektive fore- 
liggande skikt pd implantatet ar utformat med ett 
kanalnatverk som tilldelar skiktet en vasentlig poro- 
sitet och att kanalnatverket ar utfGrt med mot struk- 
turen vettande mynningar, vilkas respektive tvar- 
snittsareor vid skiktets mot strukturen vettande yta 
vasentligt understiger kanalerna respektive strack- 
ningar in och ned i skiktet sett fr&n nSmnda yta. 

Implantatet kan i en utf oringsf orm utgoras av ett 
skruvimplantat f5r applicering i ben, t.ex. i tandben. 
I en ytterligare utf oringsf orm kan oxidskiktet bilda 
depd for applicerat bentillvaxt initierande eller sti- 
mulerande medel eller substans, Medlet eller substan- 
sen kan avgd frdn depdn till ben- eller vavnads struk- 
turen med hjalp av koncentrationsdif fusion som kan 
optimeras genom kanalnatverkets mynningsarrangemang 



51-4^202 i.-:- ^ <; 

mot ben- eller vavnadsstroikturen. I en f oredragen ut- 
foringsform bestdr skiktet av eller innef attar ett 
titanoxidskikt . 

Ett forfarande enligt uppfinningen utgir frAn anodisk 
oxidation av if rAgavarande implantatmaterial . Forfa- 
randet kan huvudsakligen kannetecknas av att den 
elektrolytiska sainmansattningen som utnyttjas i forfa- 
randet tillfores utspadda oorganiska syror, utspadda 
organiska syror och/eller mindre mSngder flourvates- 
syra eller vatesperoxid och att energikallan valjes 
att arbeta med ett spanningsvarde av Atminstone 15 0 
volt. S& t.ex. kan spanningsvarden inom intervallet 
200-400 volt utnyttjas. 

I en foredragen utf oringsf orm varierar spanningen for 
samma implantat tids^tskilt for att skapa olika kanal- 
eller porstorlekar inom samma ytomrdde eller ytomr&den 
p^ implantatet. I en ytterligare utf oringsf orm kan 
olika porositeter eller por- eller kanalkarakteristi- 
ker astadkoramas genom att implantatets lage i elektro- 
lyten andras tillsammans med val av elektrolytens sam- 
mans^ttning och/eller if r&gavarande spanning. Aven 
oxidtjockleken kan varieras med hjalp av nSmnda para- 
metrar . 

fSrdelar 

Genom det i ovan fores lagna kan en forbattrad implan- 
teringsprocess uppn^s och vid de fores lagna 
oxidskiktst jocklekarna i de ovre av det fores lagna 
intervallet g^r det angivna emot hitintillsvarande 
uppfattningar p^ teknikomr^det och s&ledes anvisas nya 
vagar inom tekniken. Koncentrationsdif funderingen i 
anslutning till anvandandet av bentillvaxt initierande 
och stimulerande substanser kan vSsentligt underlattas 
genom den f5reslagna kanalvagsuppbygganden i 
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strukturen. Implantatet kan tillliandali&llas med 
fardigt oxidskikt med angivna egenskaper pS. den 
allmanna marknaden och det nya forfarandet ger 
f orutsattningar for en ekonomiskt fordelaktig skikt- 
och implantatstillverkning. 

FIGURFORTECKNING 



En f5r narvarande foreslagen utf dringsf orm av ett 
skiktr ett implantat och ett forfarande enligt uppfin- 
ningen skall beskrivas i nedanstdende under samtidig 
hanvisning till bifogade ritningar ddr 



figur 1 i langdsnitt visar ett utf oringsexempel 
pa ett pd en implantatkropp astadkommet 
titanoxidskikt , varvid oxidskiktet utgdr 
fr^n en f 5rhdllandevis plan yta pd im- 
p Ian t a t kr oppen , 



figur 2 i langdsnitt visar exempel pd oxidskik- 
tets lage pd en vdgad yta eller en yta 
med hog ytrdhet. 



figur 3 ovanifrdn utifrdn visar exempel pd ett 
mynningsarrangemang for ett i oxidskiktet 
anordnat kanalnatverk. 



figur 4 i vertikalsnitt och principiellt visar 
ett kanalnatverk for ett pS. en implantat- 
kropp dstadkommet oxidskikt, varvid im- 
plantatet med tillhorande oxidskikt Sr 
applicerat i en del vis visad ben- och/ 
/eller vavnadsstruktur i manniskokr oppen 
samt i oxidskiktet ar visat ett kanal- 
natverk med mynningsarrangemang mot 
strukturen/ 
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figur 5 frdn sidan visar utrustning for en ano- 
disk oxidation av ett implantat, 

f igoir 6 i diagramform visar spinnings- och str5m- 
funkfcioner som utnyttjas i anslutning 
till oxideringsforloppet, och 

figur 7 i tabellform visar parametrar f6r upp- 
bygcrnad av olika titanoxidskikt • 

DETALJERAD UTFORINGSFORM 

I figuren 1 ar med 1 visad delar av en implantatkropp . 
Implant a tkroppen har i enlighet med nedanst^ende 
behandlats i en oxideringsf unktion, medforande att p^ 
dess ytteryta S.stadkommits ett oxidationsskikt 2 . 
Oxidations skiktet kan byggas upp p^ en frdn borjan 
forhdllandevis slat ytstruktur som i figuren 1 symbo- 
liserats med 3- Oxidskiktet 2 uppvisar en framtradande 
tjocklek T. Skiktet kan anta varden mellan 0,5- 10 yim, 
med fSretraden av varden vid omr^dets 5vre delar. I 
enlighet med uppfinningen skall uppfinningen i fdrsta 
hand fungera inom omrS.de t 2-10 iim aven om varden ned 
till 0,5 van i vissa undantagsf all kan bli aktuella* 
Oxidskiktets ytteryta 2a skall uppvisa en ytr^het inom 
omrddet 0,4-5 ym. Oxidskiktet 2 ar i enlighet med 
nedanst&ende hoggradigt porost och innesluter ett 
kanalnatverk av specif ikt slag. 

Figuren 2 visar ett frdn figuren 1 skilt exempel dar 
oxidskiktet 2' byggts upp pS. en pd implantatet 1' 
bef intlig ytstruktur 3 ' med f orh^llandevis stor ytrd- 
het som S^stadkommits pS. i och for sig kant satt vid 
implantatets f ramstallning (t,ex. genom etsning) . Ut- 
foringsformen enligt figuren 2 ger f orutsattningar f6r 
en f orhAllandevis st5rre oxidskiktsvolym an i fallet 
enligt figuren 1. 
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I f iguren 3 visas f rdn oxidskiktets 2 ' ' utsida myn- 
ningar 3 , 4 f r&n det i ovan omnamnda angivna kanalnat- 
verket . 

I figurerna 1, 2 och 3 anges skalan langst ner till 
hoger, dvs , storleken 10 pm langd respektive figur. 

I f iguren 4 visas implantatet med 1' ' och det p& 
implantatets cistadkomna oxidskiktet med 2 ' ' ' . I f igu- 
ren 4 ar en ben- eller vavnadsstruktur symboliskt 
angiven med 5. Strukturen kan t-ex. utg5ras av ett 
kakben, i vilket implantatet kan nedskruvas i benet 
eller motsvarande. Implantatet kan s&ledes bestSi av 
eller innefatta titanmaterial, medforande att skiktet 
2''' utgores av ett titanoxidskikt . Skruven eller 
gSngan i implantatet ar inte visad i figuren 4 utan 
det kan hanvisas till redan kand teknik och kanda 
implantat. Motsvarande ganga i kakbenet 5 ar inte 
heller visad utan aven har hanvisas till kand teknik, 
Oxidskiktet 2' ' ' som ar utf ort med den f ramtradande 
tjockleken T', t*ex, en tjocklek inom omr^det 5-25 yiri, 
ar forsett med ett kanalnatverk som ar symboliskt 
angivet med pilen 6. Kanalnatverket uppvisar i enlig- 
het med ovan mynningar eller 6ppningar 3', 4'. Kanal- 
natverket forgrenar sig ned i och/ eller in i oxidskik- 
tet sett f rAn oxidskiktets utsida 7 . Kanalnatverket 
innef attar olika kanaldelar, t,ex, 8, 9, 10, Genom 
kanalnatverket kan etableras kanalstrackningar som 
saramansattes av olika kanaldelar f r&n skiktets 2 ' ' ' 
utsida 2a 'och ned eller in till en 5verg4ng 11 mellan 
implantatet och oxidskiktet. En dylik genomgS.ende 
kanalbildning etableras med kanaldelarna eller kanal- 
grenama 12, 13, 14, 15 i figuren. Karakteristiskt for 
kanal- eller porbildningen enligt uppfinningen ar att 
arean eller diametern D pd respektive mynning vasent- 
ligt \mders tiger respektive kanalgrans- eller pordjup. 
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t.ex. ett pordjup H. For- eller kanaldjupet kan i 
enlighet med ovanstS^ende vara betydande och t-ex. 
motsvarar namnda tjocklek T' . Kanalerna kan strScka 
sig i oxidskiktets 2''' djupled och/eller i riktningar 
som skiljer sig frin denna sedd eller i implantatets 
radiella ledd R. Kanalgrenama eller kanaldelama kan 
vara raka och/eller b5jda, och en t>5jd kanalgren har i 
f iguren 4 angivits med 16 . 

Det inses att ett dylikt kanalsystem kan utg5ra depi 
for bentillvaxt stimulerande och/eller initierande 
substans som i f iguren 4 symboliserats med 17. En i 
kanalnatverket sS.ledes inford substans kan med hjalp 
av koncentrationsdif funsion tranga ut i ben- eller 
vavnadsstrukturen, vilket i f iguren 4 symboliserats 
med pilen 18. motsvarande satt kan ben- eller vav- 

nadsorganismer tranga in i systemet i samband med 
namnda diffusion. Det inses att mynningarna kan ges 
olika storlekar och skapa f orutsattningar for bent ill - 
vaxt med viss intrangningsfxinktion i mynningsarrange- 
manget, vilket bidrar till implantatets f astvSxnings- 
grad i strukturen. Det hoggradigt por5sa oxidskiktet 
kan utf5ras med IxlO'-lxlO" porer (kanalmynningar) /cm^. 
Diameterstorlekarna kan vaijas inom intervallet 0,1-10 
ym, varvid inom ett och samma ytareaomrSde pS. 
oxidskiktet porer eller kanalmynningar med olika 
diameter- eller areastorlekar kan forekomma- En total 
volym f5r kanalnatverket enligt figuren 4 kan v^ljas 
inom ett omrdde av 5x10'^ och 10'^ cm\ 

Titanoxidskikten enligt ovan a.stadkoiranes f oretradesvis 
med s.k. anodisk oxidation som ar en elektrokemisk 
me tod. Principen och f orf aringssattet for att ^stad- 
komma if rS.gavarande skikt beskrives i anslutning till 
figurerna 5 och 6. I figuren 5 ar en behillare angiven 
med 20. En titananod ar angiven med 21 och en poras 
natkatod ar visad med 22. En tef lonisolering av titan- 



anoden ar visad med 23 och anoderna s tracker sig genom 
ett teflonlock 24* Dessutom ingS.r en magnetomrorare 
25. Anslutningarna for anoden och katoden ar angivna 
med 21' respektive 22'. Implantatet eller de delar av 
implantatet som skall prepareras ar f oretradesvis 
mekaniskt bearbetade genom svarvning, frasning, pole- 
ring, etc. Implantatet eller ifr&gavarande delar inne- 
fattar titanytor som skall behandlas i den elektroke- 
miska processen. Implantatet eller if r&gavarande delar 
monteras p& en hdllare som nedsankes i ett bad i 
beh&llaren bestdende av en elektrolyt 26. De delar av 
implantatet som ej skall behandlas maskeras med vats- 
ketat skyddshatta eller alternativt med ett lampligt 
lack spm anbringas p& ifrSgavarande delar som ej ska 
behsm-dlas. Implantatet eller dess namnda delar star 
genom hS.llaren i elektrisk kontakt med anslutningen 
21' ovanfor elektrolytens yta. I elektrolyten fiingerar 
namnda katod 22 som motelektrod. Denna motelektrod ut- 
gores av lampligt material, t.ex. Pt, guld eller gra- 
fit. Foretradesvis monteras motelektroden till hdlla- 
ren att hela arrangemanget tillsammans fixeras i 

elektrolytbadet 26. Den anodiska oxidationen dstadkom- 
mes genom att anbringa en elektrisk spanning mellan 
implantatet/ implantatdelen/implantatdelama och mot- 
elektroden, varvid implantatet eller dess aktuella del 
eller delar tilldelas positiv potential. Implantatet, 
implantatdelen/ implantatdelama, motelektroden och 
elektrolyten utg6r en elektrokemisk cell dar implanta- 
tet eller dess respektive del bildar anod. Den elekt- 
riska potentialskillnaden mellan implantat respektive 
implantatdel och motelektrod ger upphov till strom av 
negativt (positiv) laddade elektrolyt j oner till im- 
plantatet respektive implantatdelen (motelektroden) . 
Om elektrolyten valts p& ett lampligt satt resulterar 
elektrodreaktionerna i cellen i att oxidskikt bildas 
pA implantatet respektive implantatdelens yta. Dd 
elektrodreaktionerna aven resulterar i gasbildning bor 
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elektrolyten omrSras pa lampligt satt vilket sker raed 
nainnda magnetomrorare 25 som hindrar att gasbubblor 
kvarst&r vid elektrodytorna. 

Bildningen av titanoxidskiktet och dess slutliga egen- 
skaper piverkas av ett flertal parametrar i processen, 
t.ex. elektrolytens sainmansattning och tempera tur, p&- 
lagd spanning och strom, elektrodgeometri samt behand- 
lingstid. I nedanstdende beskrives narmare hur de 6ns~ 
kade skikten tillverkas. Vidare ges exempel p& hur 
processparaitietrarna pdverkar olika egenskaper hos 
oxidskikten samt hur oxidtjocklek och porositet kan 
varieras • 

For att uppnS. de onskade skiktegenskapema utgdr man 
t,ex, frdn mekaniskt bearbetad yta som kan vara svar- 
vad eller polerad. Gjutna och pressade implantat eller 
implantatdelar kan aven vara aktuella. Ytan rengores 
pa lampligt satt, t.ex. genom ultraljudrengSring i 
organiska losningsmedel f6r att aviagsna fOroreningar 
fran tidigare tillverkningssteg. Det rengjorda implan- 
tatet eller den rengjorda implantatsdelen fastes i 
nainnda behailare, vilken fastes tillsammans med mot- 
elektroden pA hailaren. Arrangemanget kan darvid ned- 
sankas i elektrolyten. De tva elektroderna kopplas 
darefter till en spanningskalla (ej visad) och en 
elektrisk spanning tillfSres, varvid processen pibor- 
jas, Processen avslutas efter 5nskad tid genom att av- 
biryta spanningstillf 5rseln. 

Den elektriska spanningen kan tillforas pd olika satt, 
jamfor aven figuren 6. Vid en galvanostatisk process 
hailes strommen konstant, varvid spaxiningen tiliats 
variera enligt motstdndet i cellen, medan vid en 
potentiostatisk process istallet spanningen hailes 
konstant och strSmmen tiliates variera. De 6nskvarda 
skikten bildas lartipligen genom att anvSnda en kombina- 
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tion av galvancstatisk och potentiostatisk kontroll. I 
ett forsta skede anvands galvanostatisk kontroll, var- 
vid spanningen tillAtes oka till ett forinstallt 
varde. detta spanningsvarde ar uppn^tt overgdr pro- 

cessen till att bli potent ios tat iskt kontrollerad. Pd 
grund av det bildade oxidskiktets resistans sjunker 
stroitimen i detta lage. 

Figuren 6 visar strommens 27 och spanningens 28 ut- 
veckling i tiden. Det exakta utseendet pd kurvorna ar 
beroende pd olika processparametrar och dterspeglar 
ocksd bildningen av oxidskiktet och dess egenskaper, 

Upp till en viss spanning, vilken ar beroende av elek- 
trolyt, fds relativt tunna (< 0,2 lom) oxidskikt dar 
oxidskiktt jockleken ar iingefar linjart beroende pd den 
paiagda spanningen oberoende av behandlingstid efter 
det att maximal spanning uppn&tts . Dessa skikt ar 
huvudsakligen tata, och uppvisar endast undantagsvis 
en delvis oppen porositet. For de fiesta elektrolyter 
ligger den kritiska spannigen kring 100 volt. 

For att uppnd de Snskvarda porosa oxidskikten kravs 
betydligt h5gre paiagda spanningar over 150 volt, 
typiskt 2 00-400 volt, beroende pd elektrolyt* Vid 
dessa spanningar ar oxidt j ockleken inte langre linjart 
beroende pa spanningen, utan i stallet kan betydligt 
tjockare skikt f ramstailas . F5r vissa elektrolyter ar 
vid dessa spanningar oxidt jockleken aven beroende av 
behandlings tiden efter att maximal spanning uppnatts - 
Lampliga elektrolyter far att uppnd por5sa skikt med 
metoden ar utspadda oorganiska syror (t.ex. svavel- 
syra, fosforsyra, kromsyra) , och/eller utspadda orga- 
niska syror (t.ex. attiksyra, citronsyra) , eller 
blandningar darav . 
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Implantatet som pdverkas i svavelsyra uppvisar en yta 
med hog tathet och oppna porer. 20% a ytan utgors av 
porer eller kanaler/keoialgrenar , med storlekar (dia- 
metrar) f oretradesvis inom intervallet 0,1-0,5 pm- 
Tjockleken hos skiktet kan vara 2 ym. Implantatet som 
pAverkas i fosforsyra har liknande tathet av porer. 
Porstorleksf ordelningen kan skilja sig avsevart. Por- 
storlekar kan i det visade fallet valjas foretradesvis 
inom intervallet 0,3-0,5 ym, men ett ansenligt antal 
storre porer (upp till 1,5 yaa) kan aven finnas for 
ytan. Oxidt jockleken hos detta utf Grande Sr 5 pm. 

Tabellen enligt figuren 7 sammanfattar uppbyggnaden 
hos oxidskiktet gjorda med olika processparametrar i 
metoden. Angivna parametrar ar elektrolytsammansatt- 
ningen, spanning (volt) , strom (mA) , tid, pordiameter, 
porta thet, porositet och oxidt jocklek. 

Uppfinningen ar inte begransad till den i ovanstdende 
sSsom exempel visade utf 5ringsf ormen utan kan under- 
kastas modif ikationer inom ramen f5r ef terf 51 jande 
patentkrav och uppf innings tanken. 
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PATENTKRAV 

1 . implan-tat: (1) -till ben- eller vavnadssrruktur 

(5) anordningsbart: skikr (2) som utgor gr^ns eller 
barriar mellan lmplantai::et:s kropp och strukturen i 
rerenrionsf orhoj ande syfte och som darvid uppvisar en 
i sammanhanget vasentlig tj ocklek (T) , k a n n e- 
e 'c k n a t: darav, at:t skiktet: (2) ar utifonnat: med 
el^-t kanalna-tverk (6) som -tilldelar skiktet en vasent- 
lig porositet, och atst: kanalnatverket: (6) ar utfort: 
med mot st:rukt:uren vettande mynningar (3, 4) vilkas 
respek-tive -tvarsnittsareor (D) vid skikrers mot: st:ruk- 
t:uren (5) vettande yta (2a) vasentlig-c understiger 
kanalernas respektive strackningar (H) in och ned i 
skiktet: sert: fr^n namnda yta (2a) . 

2. Implan-tatskikt enligt paten-tkravet 1, k a n n e- 
t e c k n a t: darav, att: kanalnatverket (6) innefat:- 
tar sammanhangande kanalgrenar (12, 13, 14, 15) som 
st:racker sig genom ^tminstzone storre delen av skiktet 
(2*'') fr^n namnda yt:ei (2a') och till skiktet^s over- 
gang (11) till implantatets stomme (1'*). 

3 . Implantatskikt: enligr patentkravet 1 eller 2 , 
kannetecknat: darav, att kanalnatverket: (6) 
uppvisar kanalgrenar (10) som stracker sig i rikt- 
ningar skilda fr^n skiktets dj upriktning eller implan- 
•tatets radiella riktning. 

4. Implantatskikt enligt patentkravet 1, 2 eller 3, 
kannetecknat darav, att det ar etablerat 
pa en pa implantatet fr^n borjan befintlig vSgig eller 
ojamn yta (3') med hogt rahetsvarde, t.ex. 0,4-5 pm i 
skiktvolymen fCrhojande syfte. 
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5 . Implantatskik-t enllgt: n^got: av foreg&ende pat:en-C- 
krav, kannetecknat darav, att det: uppvisar 
en tj ocklek (T) som ger en vasentllg korros±onsbest:an- 
dighet: for implani::ai::ei:: i dess helhet, 

6 . Implantatskikt enligt: n^got: av foreg^ende patent- 
krav, kannetecknat: darav, at:t: kanalnatver- 
ket: (6) ar anordnat: med ett mynningsarrangemang (3 ' , 
4 ' ) mot: ben- eller vavnadsstrukturen (5) som ger for- 
hojd bentillvaxt:xnt:rangning i kanalen vid namnda myn- 
ningar (Jamfor med konventionella oxldskikt:) . 

7 . Implant:at:skikt: enligt: n^got av foregSende pat:ent:- 
krav, kannet:ecknat: d^rav, art: sklkret: upp- 
visar en genomsnit:t:lig tjocklek inom interval let: 0,5- 
20 jam, jForetradesvis inom intervallet: 2-20 \im, 

8 . Implantatskikt: enligt. n^got av foreg^ende patent- 
krav , kannetecknat darav , att oxidskiktet 
uppvisar en ytrahet vid sin ytteryta inom ett inter - 
vail 0,4-5 ]am. 

9. Implantatskikt enligt n^got av foreg^ende patent- 
krav, kannetecknat darav, att oxidskiktet 
ar hoggradigt porost med ett antal av 1x10^-1x10^° 
porer/ cm^ . 

10. Implantatskikt enligt n^got av dP5reg^ende patent- 
krav, kannetecknat darav, att respektive 
yta uppvisar huvudsakligen porer eller kanalmynnings- 
areor med diameter- eller areastorlekar inom interval - 
let 0,1-10 jam, och/eller att total kanalnatverk- eller 
porvol3mi ligger inom ett omrade av 5x10'^ och 10"^ cm^. 
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11. Implanta-tskik-t enligt nSigot: av foreg&ende patent - 
krav, kannetecknat darav, att skiktet 
best&r av eller innefattar ett titanoxidskikt . 

12. Implantatskikr enligt nSgot av foregSende patent- 
krav, kannetecknat darav, att implantatet 
bestar av ett skruvimplantat for applicering ± kakben. 

13. Implantatskikt enligt nagot av foregaende patent- 
krav, kannetecknat darav, att skiktet bil- 
dar depa for applicerat bentillvaxt initierande eller 
stimulerande medel eller substans (17) . 

14. Implantatskikt enligt nSgot av foregaende patent- 
krav, kannetecknat darav, att medlet eller 
substansen avgar fr^n depSn till ben- eller vavnads- 
strukturen (5) med hjalp av koncentrationsdif fusion, 

15. Implantat (1) till ben- eller vavnadsstruktur (5) 
och innefattande ett eller flera skikt (2) som utgor 
grans C-er) mellan implantatets kropp (1) och struktu- 
ren (5) i retentionsf orhoj ande syfte och som respek- 
tive uppvisar en i sammanhanget vasentlig tjocklek, 
kannetecknat darav, att respektive skikt 
ar utformat med ett kanalnatverk (6) som tilldelar 
skiktet (2) en vasentlig porositet, och att kanalnat- 
verket (6) ar utfort med mot strukturen vettande myn- 
ningar (3, 4) vilkas respektive tvarsnittsdiametrar 
(D) vid skiktets mot strukturen vettande Y^e^ 
vasentligt understiger kanalernas respektive 
strackningar (H) in och ned i skiktet sett fr^n namnda 
yta (2a ' ) , 

16. Forfarande for att pa implantat som innef attar 
eller bestir av titan astadkomma medelst anodisk oxi- 
dation forhailandevis tjocka oxidskikt (2) pa en eller 
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flera -ti-tanytor som ar avsedda at:t mot^-tallas eller 
anordnas invid ett: eller flera vavnads- och/eller 
bentillvaxt:omraden (5) , varvid ^tminstzone del eller 
delar som uppbcir namnda yta eller yt:or prepareras och 
nedsankes i elektrolyt: (26) och implanrarer bringas 1 
kont:akt: med elektrisk energikalla ovanfor elektroly- 
-tens yt:a och oxidat:ionsf6rloppet: e-Cableras genom an- 
slutning l::ill energikallan av ^ven en i elektrolyten 
(26) anordnad motelektrod , k^nnetecknat: 
darav, att: den elektrolytiska sanimansattningen tlllfo- 
res u-tepadda oorganiska syror, utspadda organiska 
syror och/eller mindre mangder f luorv^tessyror eller 
vat:esperoxid och actx. energikallan valjes att arbe-ta 
med spann ingsv^rde ( - n) av at:m±nst:one 150 vo 11^ , t: . ex . 
med spanningsvarde (-n) inom inrervallet: 200-400 volt:. 

17. Forfarande enligt: pat:eni3kravet: 19> k a n n e- 
t e c k n a t: darav, att spanningen (28) varieras for 
samraa implantat tidsatskilt: for att: skapa ollka kanal- 
eller porst:orlekar inom samma ycomr^de. 

18. Forfarande enligt: pat:ent:kravet: 16 eller 17, k a n- 
nerecknar darav, at:-c implant:at:et:s lage i 
elekt:rolyt:en andras t:illsammans med elekrrolycens (26) 
sammansat:t:ning och/eller spanningen (28) jPor at:t: skapa 
olika oxidtj ocklekar (T. T') och/eller omrSiden med 
olika porosit:et:er eller por- eller kanalkarakteristzi- 
ker . 
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